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工特'性について検討した結果をまとめたもので 7 章からなっている o




色素レーザを用いると Si 基板に損傷を与えることなく AL 膜を除去できることを明らかにしている。
第 3 章では， Ar レーザの微小スポットを反転プリズム方式光スキャンナーで走査し，ガラス基板上の
Cr 膜を除去する方法の検討を行ない，良好な除去の条件を明らかにしている。
第 4 章では，窒素レーザ励起色素レーザと矩形開口投影光学系を用いてガラス基板上の Cr 膜の除去
特性を検討し，矩形開口の投影寸法， レーザ・パワーならびに加工寸法の聞に一定の関係があることを
明らかにしている。
第 5 章では，窒素レーザ励起色素レーザと矩形関口投影光学系を用いて Si 基板上の AL 配線の加工
特性を検討し， Si 基板に損傷を与えず，周辺の機能素子にも影響を与えない配線切断条件を明らかに
している。
第 6 章では，窒素レーザ励起色素レーザと矩形開口投影光学系を用いて L S 1 中の高抵抗 Poly-Si 











ガラス基板上および Si 基板上の Cr 膜， AL 膜および Poly- Si 膜の高精度な加工技術を開発し，ホト
マスクの修正， L S 1 のデバッグおよび大容量メモリのビット救済に適用する実用技術を確立している。
以上のように，本論文は近年急速な微細化，高集積化をとげつつある L S 1 の生産に対してレーザ微
細加工を適用することを目的として理論的および実験的検討を行ない 学術的に興味ある新しい知見を
得るとともに，実用上有用な多くの基礎資料を得，また，これらに基づき実用化を果したものであって，
半導体生産技術の発展に寄与するところが多い。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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